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Метод позитронной спектроскопия широко используется для иссле-
дования разнообразных характеристик металлов, полупроводников,
сплавов. Термадизованные позитроны аффективно захватываются де-
фектами и обладают определенной избирательностью при локализации.
Регистрация аннигиляционного % -излучения позволяет в принципе
получить информацию о примесных атомах в полупроводниках.

Исследование свойств примесных атомов в полупроводниковых сое-
динениях QoP ,Cofi$, i -П-и р- типов с различной легатурой,
ориентацией ^ 1007, резко отличающимся по своим электрофизическим
свойствам,бнло проведено методом угловой корреляции аннигиляцион-
ного излучения (УКАЮ.
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сильную локализацию позитронов-на глубоких примесных уровнях Сг ,
а вклад позитронов, захваченных на мелких примесных уровнях
7?, т?п • $ , не существенен.
Исследования влияния статического магнитного поля на УКАИ в

данных полупроводниковых соединениях показали позитронную природу
центров аннигиляции. На основе экспериментальных давних расчитана
концентрация в соединении GoAf

t
 I - типа с помощью простой мо-

дели захвата / i / в предположении нейтральности примесных атомов
C . Полученная величина Л ю' G S С )
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